
（a）

p 型コンタクト層に n-ZnOトンネル層を有する

AlGaN系 pn ダイオードの作製及び電気的評価

Fabrication and electrical characterization of AlGaN pn diode

with a n-ZnO tunnel layer at the p-type contact
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AlGaN材料は、深紫外 LEDなどの紫外領域における光源への応用が期待されている[1,6]。AlGaN

LEDの高効率化に向けた様々な取り組み[2-4]が進められる中で、特に、p型コンタクト層のホー

ル濃度の改善においては、p型層の隣に高濃度の n型材料を成膜することでトンネル接合を形成

し、バンド間トンネリングを介したホール注入の高効率化が一つの手法として検討されている[5]。

近年では、トンネル接合部に、バンドギャップの狭い材料[2]やアイランド構造[3]を導入すること

で、低バイアス条件下でのホール注入効率の向上が報告されるようになった。トンネル接合部の

材料・構造が様々に検討される一方で、他の材料系との組み合わせはあまり検討されていない。本

研究では、GaNと同程度に広いバンドキャップを有し、高濃度の n型ドーピングが可能な ZnOに

新たに着目し、トンネル層としての応用可能性を検討した。p 型コンタクト側に p-GaN/n-ZnO ト

ンネル接合を形成した AlGaN LEDを作製し、電気的な評価を行ったので報告する。

本研究が対象とする LEDの模式図を Fig. 1(a)(b)に示す。作製には、AlNをバッファ層としてサ

ファイア（c面）基板上に n-Al0.3Ga0.7N(2 μm)/p-Al0.3Ga0.7N(300 nm)/p-GaN(10 nm)をMOVPE 法によ

り成長した基板を用いた。p型ドーパントにはMg を使用し、500℃の水蒸気環境下で UV光を照

射することで活性化を行った。トンネル層を形成するために、RFスパッタリング法（RF電力 50

W、基板温度 300度、8分）により n-ZnO層（厚み 140nm、キャリア濃度 4.47ｘ1020cm-3）を、最

上部の p-GaN 層上に成膜した。pn ダイオードのメサ構造の形成は、フォトリソグラフィと

Cl2/BCl3/Arガスを用いた反応性イオンエッチングにより行った。Fig. 1(a)に示すように、n-AlGaN

層と、n-ZnO層の上部にそれぞれ電極を蒸着し、LED の電流－電圧特性の測定を行ったところ、

Fig. 1(c)のように整流性が確認された[2]。詳細は当日報告する。

Fig. 1: (a) Cross section and (b) top views of studied AlGaN p-n diode with a n-ZnO tunnel layer. (c) I-V characteristics of a
fabricated the p-n diode with the n-ZnO tunnel layer.
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